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Charakteristika soucastek SMD (Surface Mount Device)

» zarucCena teplotni odolnost je 260 °C po dobu 10 sec.
 mensi rozméry (30 az 60% klasickych soucastek )
e ,, charakteristické ptivody “ podle obrazku

Soucastky SMD 2



Tvary vyvodi soucastek SMD (Surface Mount Device)

a) Metalizovand ploska b) Zahnuty paskovy vvod ¢) Vivody ,L*

mnls =i

e) Valcova kovova ¢epicka f) Kovovy teréik

g) Kulové vyvody h) Ploché vyvody 1) Vyvody ,.bump*

Zdkladnt tvary SMD vyvodii

j) Piimy paskovy vyvod
Soucastky SMD - 14 a 20 zafi 2021 3



Materialy a provedeni privodu

o slitina 42%Ni-ocel — velka houzevnatost

o slitina 98% Cu a 2% Ni — dobra tepelna vodivost

e povrchova uprava viz. obrazek - mezivrstva niklu
zabranuje rozpousténi stiibra

| i\ 25 az 50 pm

N AgPd, nebo Ag —_|

~

A
S \N

2 az 4pm Ni

3 az 7um pajka Sn 50 az 200 pm pajka
62Sn/36Pb/2Ag

Soucastky SMD



Charakteristika soucastek SM

D pro bezolovnaté pajeni (LF)

e Piedpokladame pouziti pajek SAC (. slitina Sn/Ag/Cu)
« zarucena teplotni odolnost je 260 °C po dobu 10 sec.
( tj. steyna jako pro soucastky pro olovnate pajeni)

The following NIC product series meet the below (Sn-Ag-Cu "sAC

MAXIMUM TIME ABOVE
200 degC = 90 seconds
215 degC = 60 seconds
240 gegC = 30 saconds

referenced) Pb-Free (Lead-Fres) reflow soldering profile:
NRC, NRC-E, NRSN, NTR, NCSR, NCST, NTHC Series
SMT Resistors and Arrays, SMT Thermistors, SMT Attenuators

Ll 260 gegC = 10 saconds
PEAK TEMPERATURE
270 degC

25 a7z 50 pm 8

AgPd, nebo Ag
50

2 az 4pm Ni [

sml

3"

3 az 7pm pajka Sn, pripadné jina w 1
LF slitina (oznadeni el az e7) é i

Ful

[*1 www.niccomp.com/leadfree1004.htm-ssi
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Charakteristika soucastek SM

D pro bezolovnaté pajeni (LF)

e Soucastky s vyvody povrchovou Gpravou pro bezolovnaté pajeni se znaci podle norem
IPC-1066, nebo norem JEDEC JESD97, IEC 62588 Ed.1 symboly e v kruhu, nebo
elipse, uvedené na soucastce, stejné jako u DPS. Oznaceni je uvedeno v tabulce

el SnAgCu s obsahem vice jak 1,5% st¥ibra

e2 Jiné slitiny cinu (nap¥. SnCu, SnAg, SnAgCuX, atd.)
(nikoliv slitiny s Bi, nebo Zn)

e3 Sn

ed Drahé kovy (np¥. Ag, Au, NiPd,NiPdAu,
(nikoliv Sn)

e5 SnZn, SnZnX (nikoliv Bi)

e6 Slitiny s Bi

e’ Slitiny s nizkou teplotou taveni (<150 °C>)
obsahujici In, nikoliv Bi

e8 SnAgCu s obsahem méné jak 1,5% stfibra, nebo bez dalSich
prisad

e9 Symbol zatim neni pouzit

Zdroj: IEC 62588

Soucastky SMD
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Standardizace pouzder

Vyrobci v Evropé a Severni Americe respektuji
americke normy EIA/JEDEC

Norma JEDEC dusledn¢ pouziva metricke jednotky
V Japonsku normy EIAJ

Sdruzeni vyrobcu elektroniky v USA, IPC, které
vydava velké mnozstvi technickych norem

V Evropé normy EN, v Cesku CSN-EN

Pouzdra BGA, fine pitch pouzivaji prevazné oznaceni
v metrickych jednotkach.

Soucastky SMD 8



pomér délky privoda

Pouzdra pro integrovane obvody

{ * Vyvody tvaru ,,L“,“J“ kulové,
| metalizovana ploska, po
stranach, pod soucastkou

o Material pouzdra,

[RIRN

—
~ nejdeldi DIL
nejdelsi CC

7 osiaas o, - keramika - drahé pouZziva se
- nejkratsi DIL Omezené
a nej.del§i:‘ (€@, L , v 7V r
ejkraisi CC plasticka hmota — rozsirené

- pouziti
[ I, " T 1 ! i ! i - Ve

T e 0 e Vyvody po stranach efektivni
Pomér nejdelsmoanejkratsmo prIVOdu pro DIL a A S \/l A
¢tvercova pouzdrav zavislosti na jeho velikosti. dO 20 VYVOdu VIZ Obrazek

« Moderni pouzdra — BGA(kulové vyvody),VSPA
(vyvody v nékolika fadach

Soucastky SMD 9



Zakladni typy pouzder SO

. SO, (SOIC)L. ., NV, ... zakladni Fada, Sifka 4mm
. SOL, (SOICL) ...cceeuvevene. provedeni ,large,, $ifka 7,6mm
. SOM, SOICM) ........... provedeni ,, medium,, Sifka 5,6mm
. SOW. ..t e e STPK@ 8,4 MM
. SOX ittt e e e SIFKA 10 MM
. SO Ko Mg g rrnnnernne R reoefle o 0 G S§irka 11,1mm
e VSOP.............. poet vyvodi 40 (VSO-40), 56(VSO56)
s rozte¢i 0,762mm
. SOJ i g provedeni s vyvody ,,J,,
. SOLJ.......coeeveeveeennen... provedeni ,large,, svyvody ,,J,,
. SEQP 4. . % japonské pouzdro, rozte¢ vyvodi 0,65mm
- pouzdra vétsinou plastova . TSOPV.; .............. mald montazni vyska, vyvody vedené
z kratsi strany pouzdra
- zna&eni vyvodii - pohled shora, potom S0 ] keramické pouzdro, vyvody jsou
vlevo nahofte je 1 metalizované plosky, rozte¢ 0,5 ,nebo 0,65 mm tloust’ka
2,4 nebo 1,75 mm
1

Soucastky SMD 10



16-Lead Thin Shrink Small Outline With Exposed Pad [TSSOP_EP]

Dimensions shown in millimeters

10000

EXPOSED
PAD
(Pins Up)

VEEREL

BOTTOM VIEW

1.10 MAxﬁi_

Qlx
e

COPLANARITY

0.20

0.09

Zdroj: Dokumentace Analog Devices

b
|5
=}

e
B~
o
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510
500

HHHHHHHH +
HHHHHHH“

0.85

BSC

SRR
SEATING _7_->||-¢ +| |+_LO15 MAX

0.65 BSC

0.05 MIN

COPLANARITY
0.078

COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-153-ABT

Plocha uprostied (Exposed Pad) zlepSuje odvod tepla.

16-Lead Thin Shrink Small Outline With Exposed Pad [TSSOP_EP]
(RE-16-3)

Dimensions shown in millimeters

2.31

175

HH

&

~
&

-
~
o

VEELELLL]

BOTTOM VIEW
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Pouzdra typu FLAT-PACK

e plastové pouzdro znaCeni P-QFP

e keramické pouzdro znaceni C-QFP

e pfivody typu "L"

e rozte¢ vyvodu je 0,3 az 1,27 mm

e rozte¢ mén¢ jako 0,635 (0.500) mm
- fine pitch

e pro vyménu pouzder kontaktni
metodou jsou tieba specialni
nastroje

« BQFP - pouzdro s vystupky v
rozich, tyto chrani poskozeni
vyvodi

« orientace - vylisovanym bodem,

skosenim rohu, skosenim hrany nebo
jinak

QFP-100

Soucastky SMD 12



b‘?ﬁ% 100-Lead Thin Quad Flat Package, Exposed Pad [TQFP_EP]
(8V-100-1)
Dimensions shown in millimeters

075 120 16.00 BSC SQ .l

(PINS DOWN)

| CONDUCTIVE !
I HEAT SINK

1.05
1.00
3 5 0.95
sc 0.2? 0.15 | COPLANARITY
022 0.05 0.08

0.17

NOTES COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MS-026-AED-HD

Chladici plocha Exposed Pad miize mit riizna provedeni.
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,,Divny* Flat Pack

Soucastky SMD




o keramické " bezvyvodove"
pouzdro

e pocet vyvodu je 18 az 156
e dobre elektrické vlastnosti

e problemy s tepelnou
roztaznosti - nutnost pouzit
specialni materialy pro

- =
r
et (CCRAR A LLELA

ﬁ plosny spoj
DI = ° pouzdro je drahe

Soucastky SMD 15



e Plastové pouzdro s
privody " J .,
e Pocet vyvodu 20 az 84
e Moznost umisténi

pouzdra do patic
e Obtizné se paji vinou
e [evne arozsirene
pouzdro

Soucastky SMD 16



E B

- zalévaci hmota =

az 320 vyvodove pouzdro

specialni plastovy ram

kovové privody jsou nejcastéji z fosforbronzi, nebo
slitiny N1 42 v provedeni ve vice fadach (3 az 5)

cena pouzdra je priblizné 60% ceny QFP

vyhodou je stejna technologie pajeni a osazeni jako QFP

Soucastky SMD 17



pivody |

i polovodiZovy Cip

3 vyvody ve tvaru ,,L*“
dvoji orientace vyvodi
zakddované znaceni

) transistoru
| = B
NS wywody “L"
Fouzdro typu SOT
typ oznaceni vodivost typ oznaceni vodivost

BC 807 5A, 5B, 5C PNP BC848 1J,1K,1L NPN
BC 808 5E, 5F, 5G PNP BC849 2B, 2C NPN
BC 817 6A,6B,6C NPN BC850 2F, 2G NPN
BC 818 6E,6F,6G NPN BC856 3A, 3B PNP
BC846 1A,1B NPN BC857 3E,3F,3G PNP
BC847 1E,1F1G NPN BC858 3J,3K,3L PNP

Soucastky SMD
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Pouzdra SOT (Small Outline Transistor) a DPAK

Pocet

SOT

vyvodi

3

S O W W ks, WO 01w W w

SOT346
SOT323

SOT23
SOT23-5
SOT23-6

SOT89
SOT143
SOT223
SOT323
SOT353

SOT363

SC
(EIAJ)
SC59

SC70-3
SC90

SC74A
SC74
SC82

SC70
SC70-5
SC70-6

TO

(JEDEC)
TO236AA

TO236AB

TSOP6
TO243AA
TO253AA
TO261AA

A

2,9
2,0
1,6
2,9
2,9
2,9
4,5
2,9
6,5
2,0
2,0
2,0

B

1,6
.25
0,8
1,3
1,6
1,6
2,5
1,6
3,6
1,25
1,25
1,25

S

2,8
2,1
=6
2,4
2,8
2,8
4,0
2,8
7,0
2,1
2,1
2,1

H

é:é TN %’*

SC9 SOT323 SOT353 SOT363 SOT23 SOT 143

0,95

-

A /4

& - %’

SOT25  SOT26 SOT 89 SOT 223

0,95
1,6
0,9
0,9
0,9

3 a 4 vyvodové pouzdra se pouzivaji pro diody a

transistory

5 a 6 vyvodu pouzdra se pouzivaji pro 10, nebo
diodova pole.

existuje cela rada dalSich typu



Pouzdra SOD (Small Outline Diode)




Cipova pouzdra pro diody (SOD)

pohled shora

pohled zespodu pohled z boku

Rozméry (mm)

L w H T A

Min., Max. Min. Max. Min. Mox. Min. Mox. Min. Max.
SODps 60 64 38 42 25 31 28 32 09 12 01
_ SOp15 76 80 48 52 25 31 28 32 1.0 0.1

B

Cipova pouzdra SOD pro diody

Soucastky SMD 21



Valcova pouzdra pro diody

* vyhoda - neni tifeba rozliSovat vrch a
spodek

e nevyhoda- Spatné se berou vakuovymi
nastroji

e sklenéné, nebo plastové pouzdro

e katoda znaCena prouzkem

Typ pouzdra Pramér Délka
[mm] [ mm]

SOD 80 (sklenéné) 1,5 3,4

SOD 87 (plastoveé) 2,1 3,4

SM1-TR (LL41, DO- 2,8 5,0

213AB)
o MELF DIODE 2,3 5,0
- il . =]

Soucastky SMD



Pouzdra pro rezistory (MELF - Metal Electrical Face)

e keramickeé téleso

e v¢tsi vykonova ztrata

o rezistory maji lepsi elektrické
vlastnosti (Sum, TCR)

e znaCeni ¢arovym kodem

e pouzivaji se hodné v Japonsku

L
< . T,
/.
Q;‘ 1 t
< S >
Typ pouzdra L S w T
min. max. min. max. min. max. min. max.
1610 1,50 1,65 0,50 1,35 0,95 1,15 0,15 0,50
2012 (mikroMELF) 1,90 2,10 0,60 1,50 1,15 1,35 0,30 0,65
3514 (miniMELF) 3,30 3,70 1,10 3,10 1,30 1,50 0,30 1,10
5922 (MELF) 5,70 6,10 2,70 5,10 2,10 2,30 0,50 1,50
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Cipova pouzdra

1206

0805 - e

0603 Al 1%

0402 |
 K6d pouzdra  Velikost (délkax $ifka) 0201 Na R
palce mm  palce  mm |+ pouiti pro pasivni soudistky (R, C

0402 1005 0,04“x 0,02 1,0 0,5mm a dalsi)

0504 1210 005%x 004* 12x10mm | ° Mmajitvar kvadru svyvody po

stranach (metalizované plosky )
o velikost je oznacena ¢isly rozméry
pidorysu v setinach palce ( USA),

0603 1508  0,06"x 0,03  1,5x 0,8mm
0805 ~ 2012  0,08"x 0,05" 2,0 x1,2mm

1005 2512 0,10"x 0,05" 2,5x1,2mm nebo desetiny mm 1palec=25,4mm
1206 3216  0,12"x0,06" | 3,2 x 1,6mm e vyhody - dob¥e se berou vakuovymi
1210 3295 0.12"x 0.10" 3.2 X 2.5mm nastroji a centruji v automatu
i 71252 4532 0 1;3;( 7012.. 45 X73 émm * nevyhody - tieba rozliSovat vrch a

spodek soucastky, hlavné u odporu -
dilezité pri opravach

2025 5664 0,22"x 025" 5,6 X 6,4mm

1) Zdroj:Caroline Beelen, CFT Eindhoven, Trends in Assembly Process for Miniaturised Consumer Electronics
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pové rezistory

e barva horni ¢asti pouzdra Cerna,
zelena, modra

 tifeba rozlisit vrch a spodek pouzdra
o vyrabi se z korundové desticky

1.  keramicka podlozka G .

2. vyvody (Cisty Al,O,), na kterou je nanesena
3.  odporova vrstva 5

4. ochrannavrstva Od pOrova vrstva

5. drazka po trimovani

(presné dostaveni_fhodno) o yyrabi se rezistory s nulovym
odporem pro realizaci propojek na
plosSném spoji

 velikost 0201(1 x 0,5mm) az 2512.

Soucastky SMD 25



Cipové rezistory — tenka vrstva

outside termination

Covering leyer (Ni-barrier and solder layer)

with marking

AR(%)
5 e 25 ppm/K
: s
s ey 50 ppm/K
: = T = 7 — — 100 ppm/K
_ . ] !
/7 // ) H
: B s/
A % 2 S 27 /
. 7 -
y s 1 —h X /..x’
fi'@ / side conta 0—-—_-.%‘.&.\‘_ i i I I =
- s : _ /25 N 50 75 100 125
T (s 1 N 2
NiCr (Spu 1V B A temperature (°C)
~ SR,
ceramic el ) =
g ; inside contacts (Ag) N
laser cutting - £ .
. N
resistive layer A N
L % MSDE99

Fig. 1 Thin-film chip resistors

Fig.2 A typical thin-film resistor has a temperature
coefficient of resistance (TCR) as low as 25 ppm/K,
significantly less than the 50 ppm/K attainable in thick-

Source: YAGEO, catalogue 2009 Jfilm technology
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(vjipové rezistory — tenka vrstva

Source: YAGEO, cataloque 2009

MECTO
L0 T A
poiselevel | _12060.125W
(EVIV) 0.8— 0805 0125W
2 s 0603 0.1W /
040200625 W {;’
0.6 -
/!
0.4 Fi :
s ;
0,2 - g———
SR O
0.0 T . - _-_-:-- _-:.-.:-.:..-—_T:_—.-;-_“—_:-‘T:'- -
10 £2 100 € | k2 10 k€2 100 k2 M
(a) resistor value
12 MSD702
noise level __l___ 1505 El.lf‘: W !
(WVIV) — 08050.1 W
______ 0603 0.063 W
8 ___ 04020063 W
41
i Py
b
# o
7 ===
)] ] B R ] R (e R L o et ol
162 10 100 2 1 k£2 100 k£2 100} kL2 ME2
(b) resistor value

Fig.3 Typical noise figure as a function of rated
resistance (a) thin-film resistors (b) thick-film resistors
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Rezistorova pole - RA (Rezistor Array)

1. odporova vrstva
2. keramicka podlozka

3. ochranna vrstva
(borosilikatové sklo)

e uspora mista pri montazi

e pouziti pro oSetreni shérnic mikropocitaCovych systému
« SRAO0603 priblizné velikost pouzdra 1206
« SRA1206 priblizné velikost pouzdra 2012

Soucastky SMD 28



Rezistorova pole - RA (Panasonic)

EXBA4Y, 24%, 34V A1 5 EXB28V, 38V

Az
Bl
i
’:ﬁév’}‘p
Ul—.IL
Part No. Dimensions (mmj Nass (Weighi)
(inch size) b W T Al a2 B P G (31000 pcs |
Exp1av (02m «2)| nso™" | peo™” nas"" ozs" " — 15" (0 50) RE 05
EXB2aV (0402x2)| 1.00"°" 1o0”® | pzs™ | pag™ - gge ™ {0 85) D25 ™ 12
EXB28V [0402x4)| 200" | 100°" | 0387 | pas™ 035" | pao*t® (050) | Das=" 20
EXB2HV (0602x8)| 3.80™"™ 1607 045" Q.55 D35 ™ p.ap™ ™ {0 50) D.3p™ "™ 80
EXBad4v (0603x2)| 1.607" 1.60°" | os0™" | oes™" — 030" (0 80) 0.307% 35
EXBaAY (0603x4)| 320 160" | 050" | 0es®™ | nas" T (M a0) T TO
{ ) Refamnce
(2) Concave Terminal typa
a1 EXBVAV AL A2 EXBMAV, V&V, S8V
[ o
S, .
Part Na. Dimensions (mm) 1 Mass (Weight)
{inchsize) W T A1 A2 8 P G (1000 pcs.)
EXBNEV (0402 14) 100" | 045™" | o020”™ | Dao™ 0.20"™" {0 50) 0.30™" 30
EXBV4V (0803 x3) 1.60%% | o™ | oso®™’ . nan™" {0 &0) n.45%" 50
EXBYAV (0603xd) 1,60 os0"" os0™" 060" n.an™ " (0 80) D.a5™" 10
EXBSBV (0805x4)| 50809 22009 o.70"™ 080" n.80""" 0.50" " (127 055" 30

{ ) Hefarence
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Znaceni ¢ipovych rezistoru

hodnoty se realizuji v toleran¢nich radach E6, E12, E24, (20%, 10%,
5%0) a dalSich E48, E96, E192, - ¢im je vysSi Cislo, tim je rezistor
presnéjsi

prvni dvé (tri) Cislice udavaji platnou ciselnou hodnotu

posledni Cislice je nasobitelem (udava pocet nul za ¢iselnou hodnotou).

Kodované znaceni rezistori pro hodnoty v toleran¢ni v tadé E24

hodnota 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 24 2,7 3,0
znak A B C D E F G H J K L M
hodnota 3,3 3,6 3,9 4,3 47 5,1 5,6 6,2 6,8 7D 8,2 9,1
znak N P Q R S T U \" w X Y Z

Kodované znaceni rezistorti pro hodnoty mimo toleran¢ni fadu

hodnota 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

znak a b d e f m n t
e 47Q -4R7, nebo 4R70, nebo SO e 4700Q —472, nebo 4701, nebo S3
e 47 Q -470, nebo 47R0, nebo S1 e 47000Q —-473, nebo 4702, nebo S4
o 470Q -471, nebo 470R, nebo S2 o 481002 (E192) - 4812

Soucastky SMD 30



Znaceni cipovych rezistori II (podle EIA 96)

e oznaceni obsahuje maximalné tri znaky

kazda hodnota v toleranéni Fadé ma své poiradové Cislo
nasobitel je kodovan velkym pismenem podle tabulky
jednoprocentni resistory maji pismenovy znak na konci,
dvouprocentni a vice maji pismenovy znak na zacatku.

Znak Nasobitel Znak Nasobitel
F 100 000 B 10
E 10 000 A 1
D 1000 X nebo S 0,1
C 100 Y nebo R 0,01

Soucastky SMD

Priklady pro 1% ni odpory
22A=165Q = 165R
68C =49 900 © =49k9
43E =2 740 000 Q = 2M47
39X =24,9 Q = 24R9

Priklady pro ostatni tolerance
A55=330Q2/10%
C31=18000 2 =18kQ2 /5%
D18=510000 Q@ =510k /2%
X60=82Q/10%
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Znaceni ¢ipovych rezistori II (podle EIA 96)

(Jednoprocentni odpory)

1.znak
1%
kod hodn. kod hodn. kod hodn. kod hodn. kod hodn. kod hodn.
01 100 17 147 33 215 49 316 65 464 81 681
02 102 18 150 34 221 50 324 66 475 82 698
03 105 19 154 35 226 51 332 67 487 83 715
04 107 20 158 36 232 52 340 68 499 84 732
05 110 21 162 37 237 53 348 69 511 85 750
06 113 22 165 38 243 54 357 70 523 86 768
07 115 23 169 39 249 55 365 71 536 87 787
08 118 24 174 40 255 56 374 72 549 88 806
09 121 25 178 41 261 57 383 73 562 89 825
10 124 26 182 42 237 58 392 74 576 90 845
11 127 27 187 43 274 59 402 75 590 91 866
12 130 28 191 44 280 60 412 76 604 92 887
13 133 29 196 45 287 61 422 77 619 93 909
14 137 30 200 46 294 62 432 78 634 94 931
15 140 31 205 47 301 63 442 79 649 95 953
16 143 32 210 48 309 64 453 80 665 96 976
2.znak
Priklady :
znak nasobitel znak nasobitel 22A = 165 ohm = 165R
43E =2 740 000 ohm = 2M47

E 10000 A 1 39X = 24,9 ohm = 24R9

D 1000 X nebo S 0.1

C 100 Y nebo R 0.01

Soucastky SMD
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Znaceni ¢ipovych rezistori II (podle EIA 96)
(2%, 5%, 10% odpory)

1.znak
znak nésobitel znak nasobitel Priklady :
A55 = 330 ohm /10%
F 190 000 B 10 C31 = 18 000 ohm=18kohm /5%
E 10 000 A 1 D18 = 510 000 ohm = 510kohm/2%
- [0)
D 1000 X nebo S 0.1 Z30 5 3R ohm/10%
C 100 Y nebo R 0.01
2.znak
2% 5% 10%
kod hodn. kod hodn. kod hodn. kod hodn. kod hodn.
01 100 13 330 25 100 37 330 49 100
02 110 14 360 26 110 38 360 50 120
03 120 15 390 27 120 39 390 51 150
04 130 16 430 28 130 40 430 52 180
05 150 17 470 29 150 41 470 53 220
06 160 18 510 30 160 42 510 54 270
07 180 19 560 31 180 43 560 55 330
08 200 20 620 32 200 44 620 56 390
09 220 21 680 33 220 45 680 57 470
10 240 22 750 34 240 46 750 58 560
11 270 23 820 35 270 47 820 59 680
12 300 24 910 36 300 48 910 60 820
Soucastky SMD 33




Cipové kondenzatory ( keramické )

Endkontakte

konstrukce — jedna, nebo nékolik vrstev
dielektrika s kovovymi elektrodami

zapojenych paralelné
pouzdra maji stejné velikosti jako resistory

£ -
NN
SN
AN,
L 1

typ |. (barva hmoty bila, fialova

hmoty NPO ,COG,N150,N220, N470
rozsan kapacit 1pF az 4,7nF (10 nF),
oscilatory

typ II. (barva hmoty svétle hnéda),

tolerance 3%, stiedni stabilita , hmota
XT7R, pouziti jako vazebni, blokovaci,
rozsah 470pF - 1M

typ III. ((barva hmoty svétle hnéda),

tolerance -50 az 100% , nestabilni,
Eouzm jako blokovaci, hmota Z5U,

arva tmavé hnéda, kapacita az do IMS a
vyse

X7R Z5U
\C e . = - —te N s
C ‘ s : e
L= - \ ¢ 7‘"‘\ |-
20 -._-] P Y Ol N P \ '
2 | | { | |
40 AL w B W B
| [ | N

&0 ! £0 t l T bo— : |
™ | | | [ I 6 (C)

L1i] 40 B0 120 -0 O if 80 120
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Keramické kondenzatory AV X
technologie ,,multilayer* (vicevrstva)

&% 43 700 izolataich keramickych vrstev je postupné nanaseno na vodive vrstvy (elektredy),

z tohoto divvodu se tato metoda nazyva MULTI-LAYER (vicevrstva). Kazdy kondenzator je
zakoncen vodivou koncovkou (terminact).

i
1A

 rm—

télo NPO, 13 elektrod télo A322 40 elektrod télo NPO, 18 elektrod
zdroj:propagace AWX

¥
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Znaceni ¢ipovych kondenzatori

hodnota na keramickych ¢ipovych kondenzatorech vétSinou nebyva udavana

pokud jsou oznaceny, je znaceni podobné jako u rezistori. Prvé dvojcisli udava Ciselnou
hodnotu, nasledujici Cislice je nasobitelem. Odchylka je u Cislice 8 (nasobitel 0,01) a 9

(nasobitel 0,1).
vysledna hodnota kapacity je v pF
nékdy se pouziva kodovani podle tabulky, stejné jako u resistori.

Kodované znaceni Cipovych kondenzatori pokud jsou oznaceny

hodnota 1,0 1,1 142 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 24 2,7
znak A B S D E F G H J K L
hodnota 3,3 3,6 3,9 4,3 4,7 5,1 5,6 6,2 6,8 7,5 8,2
znak N P Q R S T ) \% w X Y
Kodované znaceni kondenzatorti pro hodnoty mimo toleranc¢ni fadu
hodnota 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0
znak a b d e f
0,47pF ... 478 nebo 0r47,nebo p47 Pl"iklady znadeni p0d|e tabulky
:,77pplf ......................................... :;g nebo 4r7,nebo 4p7 . S3 ... 4.7 nF (4,7 x 103pF)
ATODF oo 471 *  KA2......100 pF (1,0 x 10%pF) vyrobce firma
4,7 OF (4700 PF) wevovrreeeere e 472 nebo 4n7 KERMET
47 nF (47000 pF).....cccvvriiiinnnnnne 473 4,7 mF
(4700000 PF)..ccovceeeniineeneneenns 475, nebo 4m7

Soucastky SMD

3,0

9,1

36



Elektrolyticke kondenzatory - princip

e pro¢ ma elektrolyt velkou kapacitu a je polarizovany ?

1 4
P 1. kovova anoda (Al, Ta)
4:-,:,/ = 2. dielektrikum
Vit oty (AlLO 5, nebo Ta,Ox)
| - B . 3. elektrolyt
@ j\ @ 4. kovova katoda
=
5 /
a

hlinikové — levny, mala objemova kapacita, velke ztraty

tantal — drazsi, velka objemova kapacita, malé elektricke ztraty
nioboxid — levnéjsi, velka objemova kapacita, malé elektrické
ztraty
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Elektrolytické kondenzatory - znaceni

e udavana je hodnota kapacity v UF a provozni napéti

e elektrolyticke kondenzatory SMD se znaci nékdy také
kodem obsahuJ1c1m pismeno a ti1 ¢islice. Pismeno znaci
provozni napéti podle tabulky a dalSi dvé Cislice
nodnotu kapacity v pF, posledni Cislice udava nasobitele.

oznaceni e G J A C D E V H

Napéti [V] 2,5 4 6,3 10 16 20 25 35 50

Piiklady znaceni: 2.2/10V ... 2, 2M = 2M2 / 10V
AdrS ...... 47 x 10> pF =4,7M = 4M7 | 10V
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Hlinikové elektrolytické SMD kondenzatory, svisly typ

Typy pouzder: 3W52H (nejmensi) az 103W10H (nejveEtsi)
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Tantalove elektrolyticke SMD kondenzatory

Welding

Positive
terminal

Velikost
(IPC-SM-782)
A (3216)

B (3529)
. C(603)

D (7243)

E (7243)
V

e polarita, pozor, svétly pasek je vzdy plus

délka
L [mm]

3,2

3,5
6,0

7,3

7,3
7,3

Sirka
W [mm]

1,6
2,8
3,2
4,3
6,1

4,3

vyska
H [mm]

1,6

1,9

2,6

2.9

4,1
3,45

Soucastky SMD

rozsah kapacit

0d 0,1 dio 33 uF

od 0;47 do iO pF

od 1.5 do 47 p{F' .
7 od 4,7 do 100 ui:
od 710uF do 150(5QF |
od'150uF do 1500pF 7
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Tantalove (elektrolytické kondenzatory)

Fig. 7. Low Profile High Volumeitric Efficiency Censtruction

Source:Tomas Zednicek : Trends in Passive component Industry, 2008

Soucastky SMD
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Tantalove (elektrolytické kondenzatory)

Source: Tomas Karnik ,,Vyroba tantalovych kondenzatori v AWX
Lanskroun“ METAL 2001 15. - 17. 5. 2001, Ostrava, Czech Republic

Soucastky SMD

42



Indukc¢nosti SMD

Provedeni induk¢nosti pro SMT

navinuti vodiCe na jadro, které¢ je vétSinou
z feromagnetického materialu

otevien¢ provedeni, nebo miiZe byt civka
zalisovana do vhodné plastické hmoty

mozno realizovat zavity plosné¢ho vodice
na keramickych podlozkach, tzv. vrstvoveé
induk¢nosti (MLF),
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Vrstvove indukcénosti

 mozno realizovat zavity plosSného vodice na
keramickych podlozkach, tzv. vrstvové indukcénosti
(MLF),

= Ve
// 0y 7

Pl
P

&
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Ostatni soucastky SMD - pouzdra (1)

Krystaly SMD LED dioda SMD @ ;“'_; .

Ptepinace SMD

Pojistky SMD

(0 . . A

SMD patice pro PLCC

Konektory SMD

Pozor - pri opravach horkovzduSnou pajkou je treba si uvédomit, Ze klasicky
konektor, nebo patice nemusi byt stejné teplotné odolny jako provedeni SMD !
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L/

Obr. 3-34 Ostatni soucastky v pouzdrech SMD [1]
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Ostatni soucastky SMD - pouzdra (3)

Pozor - pri opravach horkovzduSnou pajkou je treba si uvédomit, Ze klasicky
konektor, nebo patice nemusi byt stejné teplotné odolny jako provedeni SMD !
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"blister paska"

Baleni SMD soucastek

- 788
%éEE\E
Y

ploché zasobniky

tyCové zasobniky

Soucastky SMD

Baleni je uzplisobeno
0sazovani automatem
Nejcastéji paskové (blister)
zasobniky

Paskove zasobniky- Sifka
8,12, 16, 24, 32, 44, 56 mm
IO jsou krom¢ paskovych
podavact dodavany v
antistatickych plastovych
tyCovych, (pouzdra SO,
VSO, PLCC aj.), nebo
plochych zasobnicich
(pouzdra FLAT-PACK ).
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Skladovani a pajitelnost SMD soucastek

skladovat v suchém prostiedi bez agresivnich vypart za podminek,
které udava vyrobce

pajitelnost zhorSuje pritomnost slouCenin siry, které vytvari se Se
stiibrem nepajitelny sirnik stiibra — neskladovat a pryzovymi vyrobky!
specialni pozadavky na pouzdra BGA

orientacni test na pajitelnost — soucastku umistime do pajeci pasty,
nanesené na piisluSnych ploskach (moZno pouzit zkusebni desku T03) a
pietavime horkym vzduchem. Jeli pajitelnost dobra, musi mit pajeny
spoj charakteristicky tvar.

Dobra pajitelnost Spatna pajitelnost Dobra pajitelnost Spatna péjitelnost
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Poruchy SMD soucastek

- o Prasknuti soucastky — zptisobeno
pnutim pi1 ohfevu (vyroba, oprava),
zmeéna hodnoty kondenzatoru

e Destrukce v dusledku nevhodného

Cisténi (nevhodny je alkohol,
ultrazvuk)

Termomechanicliz'plllgi;lézh(ilg)(souééstka 1206, o P Ouiivat Sp e Cl élni pi’-ipravky
- * (Proclean, Vericlean aj.) nebo
|IZOPROPYLALKOHOL)

Prasknuti télesa keramického
kondenzatoru
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Mozna porucha keramického kondenzatoru

Prasknuti télesa keramického kondenzatoru

Prasknuti soucastky — zptisobeno pnutim pfi ohfevu (vyroba, oprava),
zména hodnoty kondenzatoru
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Pouzdra BGA (Ball Grid Array), LGA

.....

e Y

1
*
-
.
4
’
-
.
.
.

problémy s kontrolou pajenych spoja které se nachazi pod

soucastkou, rentgen
e odpjjeni a pajeni horkym vzduchem, zespodu predehiev

Kapacita pfivodu

Rezistivita privodu

N \ - )
Pouzdro ". Induk&nost pfivodu |
] [nH] [pF] . [mQ]
| AN N e T Ny e, .. W o L N -
225 BGA (2vrstyy) | | 5,02 az 9,07 1,182z 1,31 20az 24
7 208 privodid QFP |
(Cu pfivody) 9,0 az 145 RN 70az 80
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Bondovani (wire bonding)

roztaveni
plamenem

a) ultrazvuk b) termokomprese

- ultrazvukové svareni - princip prolinani ¢astic dvou materialti v dusledku
smykového tfeni vyvolané¢ho pohybem hrotu zptisoben¢ho plisobenim
ultrazvuku (40 - 60kHz) a tlaku. Pouziva se Al dratek. Je to
nejpouzivanéjsi metoda

- termokomprese - Spojeni se vytvori v diisledku vhodné kombinace teploty a
tlaku ptisobiciho prostfednictvim hrotu na nejcCastéji zlaty dratek v misté
vytvaren¢ho spoje
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Technologie TAB (Tape Bonding)

/ éip
b polyimidova
- \ | /Z/// folie
| |
D ,/ ] testovaci
E— _— plochy
= ==
[] — [ ]| — odiznout
| /
D I D po od Fiznuti

O polyimidova folie ve tvaru pasus perforaci ( obdobné jako kinofilm ) s
vyrazenymi otvory, se pokryje tenkou vrstvou Cu folie a vyleptaji se piivody

O nakontaktuje se polovodi¢ovy ¢ip (obdobné jako FLIP-CHIP), ktery se
otestuje

O ¢ip se zapouzdii vrstvou pryskyfice a pied montazi se odfizne z pasu a
nalepi na zakladni desku

U specidlnim nastrojem se vyvody kontaktné ptipaji
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Technologie Flip-chip

r@?_ / E_J \ | L"‘:“Té‘wé‘c‘w‘c—c—l -
Si - ¢ip -

Kontaktovani na podlozku

Polovodicovy ¢ip vsazuje na nosny substrat aktivni stranou
Vysoka efektivita pouzdieni
Spojeni pres kulove kontakty, které se vytvari na €ipu jiz v pribéhu vyroby

Provedeni kontaktu souvisi se zptisobem montdze na substrat a muze byt
realizovano,

pajenim na pfedem nanesenou pajeci pastu
pfetavenim vyvoda bez aplikace pajeci pasty
pomoci vodivého lepidla

pfimym spojenim termokompresi

Soucastky SMD
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Pouzdra PBGA (Plastic Ball Grid Array)

zapouzdieni

.......................................................

podlozka FR4

TEERE N

zakladnim substratem je material FR4, nebo podobny

laminat nejcastéji  tloustky 0,25 mm s médénou vrstvou
tloustky 18 pm.

vyvody z ¢ipu jsou realizovany dratovymi vyvody
bondovanim
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Pouzdra CBGA (Ceramic Ball Grid Array)

.
g Keramicka

7

. podlozka
%

Keramicka
podlozka
)

pajka 10Sn/90Pb

pajka 63Sn/37Pb ' '
—— = :
DPS 1)

i
LN
LN
LI
E =
LN
E &

FER R EFEEFE
# F F ¥ 5 F ¥

i R
FEEFEFEEF

e Slitina pro kulicky , nebo valeCky PaJKY ..cceovvvevviveicit e, 10Sn/90Pb
o Primér kuliCek PajKY ..ccveveoiieeiieeeie e 0,88mm
o Prumér vAIECKT PAJKY .iooveeeeiieeie e e e 0,50mm
o VYSKa VAIECKU PAJKY vriireeiiiiiiec i e e 2,18mm
o ROZteC MEZI VYVOUY ...oiciuiiiiiiie ettt e e reeannaesrae e 1,25 mm
e Slitina pro pfipajeni valeckl, nebo kulicek ........ccccooeviiei i, 63Sn/37Pb

1) Zdroj: www.amkor.com
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Pouzdra TBGA (Tape Ball Grid Array)

Tepelné vodivé lepidlo

Pajeci pasta 63Sn/37Pb

lepidlo

Pajka 10Sn/90Pb

plosny spoj - FR4

e pouzdra maji vyhody Flip-Chip technologie, mnohem snaze se vSak osazuji
o mala montazni vyska (1,3mm piipadné¢ 1,9mm s krycim vickem )

Slitina kuliCek paJKy ..cooovvevverieiieieiceee e, 10Sn/90Pb
Pramer KuliCek ......oovvevee ol N Mmoo vveneeeennn s INGN M 0.63mm
Vzdalenost mezi kulickami ..................... 1.0, 1.25, nebo 1.5 mm
Pripojeni kulicek pajky k podlozce .... pfes prokovené otvory

Pouzdro se paji na DPS................... 63 Sn/37 Pb, nebo ekv.

Zdroj: M Tape Ball Grid Array (TBGA), Motorola General Business Information
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Pouzdra CSP (Chip Scale Eackage)

pozlaceny Ni = .
vystupek Au - pasek
elastomer e
pajeci pasta polyimidova
63Sn/37Pb vrstva + Cu

: S
plosny spoj - FR4

\/\/\

e pouzdra firmy TESSERA pod obchodnim nazvem p - BGA

* pouzdro mize byt teoreticky stejné velké jako polovodicovy Cip

e (ip vpouzdie se da dobfe testovat a zahofovat

e diky kratkym pfivodim ma pouzdro vynikajici elektrické vlastnosti

e Vpfipadé umisténi chladiCe na horni stranu se dosahuje velice u€inného

chlazeni
Material vystupku tvoficich pfivody................................ nikl s tenkou vrstvou zlata
VYSKa VYSTUPKIL ...vvieeiiiiie ettt et e eeeeieee e e e ee st e et e e ne e sane e be s 0.085 mm
Rozte€ vyvodl .....cccceeeviivciieiiiiciieiieeiie e e eeen. 003, 05, 1.0, .27, 1.5 mm
TIouStka PruZNE VISEVY oveiiciiieiiieieeeiee et eee e et e eesie e e e eae 0.12 +-0.05 mm
MySKaypouzdra ............ ¥ oo BNaeeecininninnieee e s e oY et alee v oeereeee o N« 0.8 mm

1) Zdroj:Caroline Beelen, CFT Eindhoven, Trends in Assembly Process for Miniaturised Consumer Electronics
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Provedeni pouzder BGA

Y

Texas Instruments

Miicro-Slar

Tessera
pEGA

NEC

Zdroj: C.BEELEN, Trends in assembly proces for Miniaturised electronics, CTF Eindhoven

Soucastky SMD

Mitsuhishi

Matsushita
Ceramic

@kl

Hitachi

Badornla,
CaliEeT
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Pouzdra QFN (Quard Flat No-l ead)

footprint QFN Vzhled pouzdra QFN
e rozméry 3,5 az 5,5mm, podobné u-BGA

e vyvody, jsou opatieny kontakty s povrchovou
Upravou Ni, Sn, nebo NiPdAu

e stiedni ¢ast pajecich ploSek je urCena pro
chlazeni.

1) Zdroj: Texas Instruments — Design Summary for Quad Flat No-Lead Logic
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Pouzdra QFN (Quard Flat No-Lead) (2)

Standard Lead Design Full-EBack Lead Design

Sie Metal - Site M r"|'I| o

Zdroj: Cary Stubbles: Design Guidelines For Cypress Quad Flat No-Lead (QFN) Packaged Devices, http://www.cypress.com/go/AN72845
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Pripojeni polovodicoveho Cipu u QFN

a) b)
d) ¢)

polovodicového ¢ipu
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Provedeni vyvodu u QFN

vyvody ,,S" b) vyvody ,E* c) vyvody ,,.D"

Zdroj: Assembly Guidelines for QFN (Quad Flat No-lead) and DFN (Dual Flat No-lead) Packages, NPX
Freescale Semiconductor 2013-2014
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Pouzdra QFN (Quard Flat No-lead)

Podle usporadani kontaktli mtze byt misto pouzder QFN nasledujici oznaceni:

(Thin Dual Flat No-lead package)
(Ultra-Thin Dual Flat No-lead package)
(Extremely thin Dual Flat No-lead package)

(Quad Flat No-lead package)
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Vzhled BGA pro olovnatou a LF pajku

e Primér kuliCek pajky .........cce..oe.e.. 0,88mm

o  Pramér valeCkt pajky .... cocccoveereennn, 0,50mm
e Vyska valeckil pajky .........oovviiennen. 2,18mm
e Rozte¢ mezi vyvody ........ccccevveeeen.. 1,25 mm

1)

e Slitina pro pfipgjeni valeckil, nebo
kulicek........... % 4.7 . .......... % 63Sn/37Pb

Sn/Ag/Cu - matny povrch

Zdroj: Recomendations for Printed Circuit Board assembly of Infineon PBGA-CBGA Packages, Infineon

Soucastky SMD 67



IMM 12 MiL
QrFp




o ]

>
- .ﬁ
i8]
=
vnuu W
o =
> 8
2°Z
- 10
o 2
~
=
“““ i

o

.
b

2

Fezd
ke
o
\ p
fit

o
o
.

e
v»www“‘
Koy
ot
e
T
P
o
[
S
Sk
L
S

By
2
<

L
B
Zarn
o
Lo
o

1

b
-
5
[ 4
B

G
o
5
|
£ =
.

$ného

¢) ohfev plo
spoje

i
koenzid
F

e
o
i
i
i
]
i
b
b
oo
b

wor

terialy

7

€ ma

C]

69

Soucastky SMD

1

i
o
oo

£
=0

o) b

Ly

4
4

el
G
b
bavaon
IR
L
b
2%
L
B
b
o
i
Lo
oy
e
i
oo

L

|
e
b
P

5
=
b
W
o]
]
=
@)
wn
=
o
b
=
@]
—_
<

R
i

e

R
SR

o
£

|
|
|
|
|
|

o
b
[

|
|
|
|
|

]
b

Hodnoty TCE pro vybran

|
W_wm i M,EHWH
Veas —
B
e =
mqmmwummqmm
a. - Hd =
2 B2 E[2E 8| F
-F]
N
— =TI
ﬂjm._ummw_.fs_qh_ﬂs
el ™
=
O &
FHRN
By
oW
2
Pim ..ﬂ.....J..l:..H?:__...J.
rm... — Ty L |
= B
Ea
o e
[ I |
SR R
q18 = |2
El. 8 |23
= _ mﬂ
moo =4
L




1C€

lektrotechn

¢ji pouziva v e

které se nejcastéji

,

ojen

ho sp

/7

le nepruzne

Geometr

pajeny spoj

3

)

pajeny spoj

gar
e

Wy
2

£ |
e

oo SRS
R
e
B
RO
]
Y
RERE
o
R
B
P
HEELER
S
R

[t i .a%.“
sy

|
|
|

b}

lektronickych moduld, pouzdra BGA, QFN

a)

Provedenti a)

14

......pfipojeni e

XY

L, Aa. AT

—F

=
= Ox 2
2 BE3E 2 allzals] <
Cn_...m —
m B
- 2.
S ialgege S
rm = Hm KESum m
2 L
< .98 w
A BEARRD S c|e )
S TEE Q
= 2 S
% z
95] —
Ewl._hf v o (@)
D C;W...W SR Py (Vo G
> & 9
= o
. DTug O
s =
. BElmaglm |a] O
=
o o S
"y aQ,
- e T 1 7
& BEE |4 e
o g8 5 [EF =4
> .m [=1 = ,pW —
o PN O
s B adlE gy &
& 8818 2|5

e

oblasti pruznych zmén,

Ao = E.Ag,

) v oblasti

o(strain

ahani
én

W

Velikost nam

vch zm

pruznyc



Pouzdra pro nastaveni procesu - dummy

Dodavaji firmy Topline, a dalSi

N A E R

t-"" i WVITHIEWBLENGEE 75 54021
DC13 DC23 DC123 DC14 DC1234 [I 1 E ﬁ\EII:IIIEI:IIIIE,f
soT23 soT23 soT23 SOT143 SOT143 l‘.ll ||| O e c"’\! Ittt E,.\ —
SOT323 SOT323 507323 507343 S0T343 % I:I II IIII E_ il 2 0] ) G ot
G i PEcERIMA T
pfs 44 ) (] J =8 =8 =5 =8 =5 88 =8 8
lllll IIII tt—n-—o-—--—- ot Eait e
E (i RSBl ot b 4
DC1423 DC25 DC19 DC16 DC17 ih ih n HHH\III/*\H“H 2
SOT143 SOT25 SOT25 SOT26 SOT26 - |l|| |||| R bttt &y 0 6§ - e :
SOT343 S0T353 SOT353 507363 507363 < :: I: 1I|I:| J ‘_:;:fi 11111111t E\f\“ S
N 4 Pl el digrlbgrling Syl I b o -
b (e T T Ly L T ot T . o NIIITTIILILICILLY,
bl |l e g el i | W
@ m IE' m ig] BGA3SETL.2T7-DCT2 LBGA3STTL.27-DCTA LBGA1225T1.27-DC359
DC124 DC123 DC124 DC123 DC18
SOT89 S0T89 s0T223 s0T223 soT28

Priklady propojeni Daisy Chain (DC) pro pouzdratypu SO, QFP  Priklady propojeni Daisy Chain (DC) pro pouzdra typu BGA

Pin |%) % Pin l%) C::E Srrana ¢ sudj

=) o B g==

i . s =) &s

(- Strana 3 hichvin (1] CI Srrana se sudym [T
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Propojeni ,,Daisy Chain*

Pouziva a vyhodnocuje se sériové elektrické spojeni nékolika kontakt, tzv. ,,Daisy Chain* propojeni. Pro tento el se vyrabi
testovaci pouzdra s pozadovanym propojenim (spolecnost TOPLINE, RS COMPONENTS).

Testovaci propojeni pro kulové vyvody



Testovaci plosny spoj
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Pouzdra pro nastaveni procesu - dummy

BGA225T1,5-DC15
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Detail vzajemného propojeni motivii DC15 (pohled shora)

Priklady propojeni Daisy Chain (DC15) pro pouzdra typu BGA
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Osazeni pouzdra BGA (LGA)

Osazeni do tavidla - tato metoda se pouziva vétSinou pii opravach.
Pouzivaji se pastovita tavidla, ktera se nanasi na desku plosného spoje.
Minimalizuje se moznost vzniku zkratu v dasledku rozmazani pasty.
Pokud nejsou vsechny vyvody v roviné (koplanarni), miize se stat, ze se
nektery privod nezapaji.

Osazeni do pajeci pasty - v tomto pripad¢ je ticba na plosky nanést pajeci
pastu, coz se d¢je vétsinou Sablonovym tiskem. U valec¢kovych vyvodu,
které se nc¢kdy pouzivaji pro keramicka BGA pouzdra se valecky
nepretavi, potom je potieba pouzit pajeci pastu s mensi teplotou péajeni,
pro kulickové vyvody, kdy se vyvody pietavi Se pouziva pajeci pasta se
stejnou teplotou taveni. Pajeci pasta zajisti kvalitni zapajeni i v pfipad¢
Spatné koplanarity.
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Pretaveni vyvodu u pouzdra BGA

1. pokles
2. pokles

Grafické znazornéni dvojiho poklesu

max. 50 %

Grafické znazorneni samovystredovaci schopnosti

Zdroj: Martin Adamek, Michal Nicék, Petr Schnederle, Moderni technologie elektronickych obvodii
a systémii —, laboratorni cviceni ¢.2, Pdjeni strojni, rucni, pouzdra BGA, opticka kontrola,

testy pevnosti pajeného spoje, ucebni text pro vyuku pfedmétu MMTE, VUT FEKT, UMEL,
Brno, 20.2.2012
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Diagnostika zapajeni vyvodu pouzdra BGA
Optické metody

Zdroj: Martin Adamek, Michal Nicék, Petr Schnederle, Moderni technologie
elektronickych obvodii a systémii —, laboratorni cviceni ¢.2, Pajeni strojni,
rucni, pouzdra BGA, opticka kontrola, testy pevnosti pajeného spoje,

ucebni text pro vyuku pfedmétu MMTE, VUT FEKT, UMEL, Brno,
20.2.2012

Rentgenovo zareni — prosvétlovani,
nebo 3D

Zdroj: www.focalspot.com
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Skladovani a priprava pouzder BGA

Pokud se pouzdro neskladuje v originalnim uzavieném obalu potom je
potieba jej vysusit !

40 az 45 °C po dobu 192 hodin, nebo
125 +- 5 °C po dobu 24 hodin

Pokud se to neud¢la vznikaji rizika zavad.

Prace v rukavicich

Soucastky SMD
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Montaz pouzder LGA
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Princip osazovani pouzder LGA pomoci optického hranolu
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Systém pro presné osazovani (opticky splitter)

Zdroj: M. Abel, Mikromontaz s presnosti 0,5mm, DPS Elektronika od A do Z 1/2015
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Rebaling (prekuliCkovani)

e Technologicka operace, pti které se na pouzdrech, které maji
vyvody ve tvaru kulickovych vyvodi (BGA) obnovi vyvody.
Tato operace je nezbytn€ nutna, pokud chceme znovu pripajet
JiZz pouzité pouzdro BGA.

e Princip prekulickovani: PloSky na pouzdre zbavime zbytkil
vyvodu. Pomoci Sablony zhotovené z kovového nepajitelného
materialu (hlinik, nerez), umistime nove kulickové vyvody
V rastru vyvodu na pouzdro a vyvody pretavime.

Pozn: Neni mozno pouzit pajeci pastu nanesenou Sablonovym tiskem

e Pied prekulickovanim je tfeba vSechna plastova pouzdra
zbavit vlhkosti ohfevem v peci pii zvySené teploté. Teploty a
doby ohievu jsou uvedeny v normeé
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